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Sommario:	  
	  

-‐  A)	  Miglioramento	  delle	  prestazioni	  sensori	  CMOS-‐MAPS:	  
-‐  3D	  
-‐  INMAPS	  
-‐  Arch.	  di	  r.o.	  per	  matrici	  di	  pixel:	  

-‐  Studio	  r.o.	  arch.	  avanzate	  
-‐  B)	  Diamante:	  

1.	  Assemblaggio	  circuito	  amplificatore	  a	  comp.	  discreT	  per	  studio	  waveforms	  	  
(rise-‐Tme,	  pulse-‐height	  con	  β	  à	  CCD)	  con	  oscilloscopio	  digitale;	  
2.	  Assemblaggio/u-‐saldatura	  su	  carrier	  e	  test	  su	  fascio	  	  
Diamante(DIAPIX)-‐ball	  bonded	  (by	  IZM)	  con	  SuperPix0	  

-‐  C)	  Cooling	  in	  transizione	  di	  fase	  con	  u-‐canali	  (àF.	  Bosi)	  



Attivita’ in cui e’ coinvolta Pisa  
(Mod A: par.10)   

1) Sensori 
1.1 Miglioramento delle prestazioni dei sensori CMOS MAPS: 
(efficienza, hit rate e ris. temporale): 
Tecnologie 3D Chartered/Tezzaron, 4well INMAPS 
1.2 Riv. a diamante con pixel grandi ma alta ris. temporale    

3) Studio di architetture di readout avanzate della        
matrice di pixel  

3.1 Architetture di readout veloci per matrici di pixel 
4) Riduzione del materiale passivo nei sistemi di rivelazione 

4.1 Sviluppo del cooling bifase in microcanali 
 
Grazie alle sinergie con VIPIX/SuperB le attivita’ sui punti 
1.1 e 3.1 sono gia’ in fase avanzata  (vedi talk oggi pom.). 
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 1.1 Sensori CMOS MAPS (1)  
Come da Modello B di Pisa stato delle attivita’:  
Fase I: 
•  Caratterizzazione in laboratorio della matrice 3D CMOS 

MAPS (realizzata con VIPIX) e studio di soluzioni specifiche 
per il miglioramento delle prestazioni dei sensori 3D CMOS 
MAPS precedentemente realizzati.  
–  Test del layer analogico con sorgenti.  
–  Test delle strutture 3D (matrice digitale 8x32) con nuova 

interconnessione. 
•  Ottimizzazione e layout di strutture di test CMOS MAPS nel 

processo quadrupla well INMAPS. 
–  Realizzata sottomissione INMAPS (luglio 2011). Layout 

logica digitale in-pixel e matrice digitale 32x32.  
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1.1 Sensori CMOS MAPS (2) 
Come da Modello B di Pisa stato delle attivita’:  
Fase II: 
•  Ottimizzazione layout e sottomissione di strutture di test 

migliorate 3D CMOS MAPS nel processo 130 nm Chartered/
Tezzaron.  
–  In corso di finalizzazione il layout della matrice MAPS 

APSEL_VI per prossima sottomissione 3D: in corso 
Fase III: 
•  Caratterizzazione in laboratorio delle strutture di test con 

processo INMAPS. Fatto. 
 
Fase IV: 
•  Caratterizzazione in laboratorio delle strutture di test 3D 

CMOS MAPS.  
 Test alla ricezione delle strutture…. 
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3.1 Architetture di readout per pixel  

Fase I: Definizione delle specifiche. 
•  Dall’epoca della presentazione del PRIN (maggio 2010) 

definite meglio le specifiche per l’applicazione Layer0 
SuperB.  

Fase II: Sviluppo dell’architettura di readout. 
•  Collaborazione con BO nello sviluppo del readout veloce per 

pixel (rate 100 MHz/cm2, TS = 100ns, data push & 
triggered).  
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•  Prima implementazione nelle 
matrici INMAPS 32x32: test-
beam 2012 
• Implementazione successiva 
nella prossima sottomissione 3D 
Chartered/Tezzaron per MAPS e 
FE per pixel ibridi. 



Convergenza sulle attivita’ con il diamante 

•  E’ escluso la possibilita’ di connettere singoli canali veloci 
(~ns) sviluppati dalla collaborazione (65 nm) 

•  Vedi presentazione TS per: 
–  Acquisizione sensori 
–  Metallizzazione 
–  Caratterizzazione statica 
–  Connessione a catena di ampl. Calibrata 
–  Test di raccolta di carica con sorgenti β	

–  Connessione a amplificatore veloce 
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	  QUAD	  SC	  Diamond	  Detector	  
(4.7mm	  x	  4.7mm	  -‐	  thickness=150/300	  um)	  



HV	  

tr	  	  

ATTENUATOR	  1dB	  
BW-‐S1-‐2W-‐263+	  

BW=26	  GHz	  
tr	  =	  13ps	  

AMPLIFIER	  
ZX60-‐6013E+	  

BW=6	  GHz	  
tr	  =	  58ps	  

CABLE	  
CID-‐207	  

BW>20	  GHz	  
tr	  =	  17ps	  

Scope(LeCroy	  SDA	  740Zi)	  

BW=4	  GHz	  
tr	  =	  87ps	  

ATTEN	  
1dB	  

(430	  Ohm)	  

100	  M	  

CHAIN	  
tr	  =	  106ps	  

DETECTOR	  
SIGNALS	  

SCINT	  

β	


Segnale	  dal	  diamante:	  36	  e-‐h/um	  



Simulazioni	  (by	  E.Paoloni):	  	  
•  Troppo	  basso	  Segnale/Rumore	  	  (Larga	  BW	  à	  noise)	  	  	  



Da	  implementare	  su	  PCB	  	  
(da	  o/mizzare	  per	  CD)	  

	  

(dalla	  presentzione	  del	  2005)	  

(h>p://www-‐norhdia.gsi.de/talks/2nd/cara.pdf)	  



SuperPix0	  con	  diamante	  (Diapix)	  
•  u-‐saldatura	  (3chip)	  by	  INFN-‐PI	  	  

–  Test	  dei	  carrier:	  Vbias=500	  V	  
–  Il	  substrato:	  8mm	  x	  8mm	  	  
	  

•  Cara>erizzazione	  in	  lab.(non	  fa>a):	  
–  Noise	  
–  Risposta	  alle	  β	


•  Cara>erizzazione	  su	  fascio	  (1	  chip):	  
–  Trovate	  correlazioni	  con	  i	  piani	  	  

	  del	  telescopio:	  TB2012	  	  
–  Efficienza	  molto	  bassa:	  o(10%)	  
–  Calibrazioni:	  da	  capire	  

•  Test-‐stand	  da	  allesTre	  con	  il	  DAQ(@BO)	  
	  
	  

•  DIAPIX	  programma	  di	  fare	  un	  test-‐beam	  a	  CT	  	  
ed	  uno	  a	  Desy	  (fondi	  AIDA,	  ATLAS-‐AFP):	  

–  Richiesta	  del	  firmware	  (sviluppato	  da	  Bo)	  da	  caricare	  su	  loro	  FPGA	  per	  DAQ	  
–  InteressaT	  in	  qualche	  modo	  a	  partecipare	  o	  fornire	  qualche	  Tpo	  di	  supporto	  

(meccanica,	  setup,	  DAQ,	  manpower,	  altro...)	  ?	  
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Resoconto economico  

•  Spesi: 17kE à 9/12 Ass. Ric.  
•  Da spendere: 

–  Rendicontabili (fatture pagate entro il 16/10/13): 
•  2 kE attrezzature (strumentazione Lab.) 

•  20 kE altri costi di esercizio. 
   à 10 kE da utilizzare x sensoristica TFD  
   (vedi talk Filippo Bosi). 
   à 10 kE contributo x possibile nuova sottomissione 

–  Non rendicontabili (cofinanziare altra borsa?) 
•  18.9 kE 
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